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Моделирование биполярного транзистора с полевым управлением 

С целью идентефикации 

параметров элементов эквива-

лентной схемы датчика погло-

щаемой мощности излучения бы-

ло проведено физико-

топологическое моделирование 

биполярного транзистора с поле-

вым управлением. При этом в ка-

честве исходных данных исполь-

зовались следующие характери-

стики: концентрация доноров в 

эмиттере – 5*10
16

 см
-3

; концентра-

ция доноров в слаболегированном 

коллекторе– 10
15

 см
-3

; концентра-

ция доноров в сильнолегирован-

ном коллекторе(крайняя правая 

область) – 10
16

 см
-3

; концентрация 

акцепторов в базе (подложке) – 

7*10
16

 см
-3

; ШРХ рекомбинация, 

температура 300К, вид нерегуляр-

ной сетки показан на рис. 1; метод 

исследования – конечных элемен-

тов. 

Моделирование проводи-

лось с использованием САМ 

 

Рис. 1 – Конечно-элементная модель би-

полярного транзистора с полевым 

управлением 

 

Рис.2 – Распределение концентрации 

электронов в исследуемой структуре 



Academi 2D. Полученные распределения электрофизических параметров пока-

заны на рис. 2.  

Полученные результаты позволили расчитать основные характеристики 

биполярного транзистора с полевым управлением в рамках ранее разработан-

ной схемотехнической модели [1]. На рис. 3 приведены выходная и передаточ-

ная характеристика исполнительного элемента датчика поглощаемой мощности 

излучений. 
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Рис. 3 – Выходная и передаточная характеристики исполнительног эле-

мента датчика 

Результаты исследований коррелируют с данными, полученными в [2]. 
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